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تطلق ترانزستور تأثٌر المجال المصنوع من أشباه الموصلات  Mitsubishi Electricشركة 

 واط ٣٠١١بقوة  N( فئة SiC-MOSFETالأكسٌد المعدنً وكربٌد السٌلٌكون ) ذات

 وتصغٌر حجم أنظمة الإمداد بالطاقة، مثل شواحن السٌارات الكهربائٌة وأنظمة الطاقة الكهروضوئٌة مخفض للطاقةاستهلاك 

 

( الٌوم عن إطلاق ترانزستور تأثٌر المجال المصنوع ١٠٢٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricأعلنت شركة  – ٠٢٠٢ٌونٌو  ٦١طوكٌو، 

لذي ٌتمٌز بتوفٌره للطاقة واط، وا ٦٠٢٢بقوة  N( فئة SiC-MOSFETمن أشباه الموصلات ذات الأكسٌد المعدنً وكربٌد السٌلٌكون )

وقدرته العالٌة
1

على التشغٌل الذاتً. سوف تساعد هذه الفئة الجدٌدة على تقلٌل استهلاك الطاقة وتصغٌر حجم أنظمة الإمداد بالطاقة التً  

ستبدأ عملٌة إرسال الشحنات ، وأنظمة الطاقة الكهروضوئٌة والمزٌد. (EV)تتطلب تحوٌل الفولتٌة العالٌة، مثل شواحن السٌارات الكهربائٌة 

 التجرٌبٌة فً شهر ٌولٌو.

 

ترانزستور تأثٌر المجال المصنوع من أشباه الموصلات ذات الأكسٌد المعدنً وكربٌد السٌلٌكون  Mitsubishi Electricستعرض شركة 

(SiC-MOSFET فئة )N  واط الجدٌد فً المعارض التجارٌة الرئٌسٌة، ومن ضمنها معرض " ٦٠٢٢بقوةPCIM  فً ٠٢٠٢آسٌا "

 نوفمبر. ٦١إلى  ٦١شنغهاي بالصٌن والذي سٌقام فً الفترة من 

1
 Mitsubishi Electric، كما تم قٌاسها بواسطة شركة (Ciss/Crss)مواسعة المدخل/المواسعة المعاكسة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واط ٦٠٢٢بقوة  N( فئة SiC-MOSFETالسٌلٌكون )ترانزستور تأثٌر المجال المصنوع من أشباه الموصلات ذات الأكسٌد المعدنً وكربٌد 

ص الإنجلٌزي الأصلً للحصول على إن هذا النص ترجمة للنص الإنجلٌزي الرسمً لهذا الإصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى الن

 الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى الإصدار الإنجلٌزي الأصلً.التفاصٌل و/أو المواصفات 
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 مٌزات المنتج

 ٌؤدي إلى توفٌر الطاقة وتصغٌر حجم أنظمة الإمداد بالطاقة (1

( من كل من معدل فقدان الطاقة أثناء التحوٌل والمقاومة أثناء JFETتقلل تقنٌة الإشابة للترانزستور الوصلً تأثٌري المجال ) -

FOMتحقٌق رقم استحقاق )التشغٌل، مما ٌؤدي إلى 
3

( رائد فً مجاله
2 

. ٌقل استهلاك الطاقة فً أنظمة mΩ・nC ٦٥٠٢ٌبلغ 

% تقرٌبًا مقارنةً باستخدام الترانزستورات التقلٌدٌة ثنائٌة القطبٌة ذات البوابة المعزولة المصنوعة من ١٠الإمداد بالطاقة بنسبة 

 (.Si-IGBTsالسٌلٌكون )

المعاكسةمن خلال تقلٌل المواسعة  -
4

مقارنةً بمنتجات الشركات المنافسة. وٌؤدي ذلك  مرة ٦٥التشغٌل الذاتً بمقدار  تتحسن قابلٌة ،

 إلى إمكانٌة تحقٌق عملٌات تبدٌل سرٌعة والمساعدة على تخفٌض معدل فقدان الطاقة أثناء التحوٌل.

التبرٌد وتبسٌطها، فضلاً عن تقلٌص حجم المكونات إن انخفاض معدل فقدان الطاقة أثناء التحوٌل ٌؤدي إلى تقلٌص حجم أنظمة  -

الطرفٌة، مثل المفاعل من خلال تشغٌل أشباه موصلات الطاقة بتردد أعلى للحامل
5

، وٌساعد ذلك على خفض التكالٌف الخاصة 

 بأنظمة الإمداد بالطاقة بأكملها وجعلها أصغر حجمًا.
2

 Mitsubishi Electricرتها شركة وفقًا للأبحاث التً أج ٠٢٠٢ٌونٌو،  ٦١اعتبارًا من  
3

نة مؤشر أداء ترانزستور تأثٌر المجال المصنوع من أشباه الموصلات ذات الأكسٌد المعدنً، ٌتم حسابه بضرب المقاومة أثناء التشغٌل فً الشح 
 درجة مئوٌة (. كلما قلت القٌم تحسن الأداء ٦٢٢البوابة والمصب )درجة حرارة الوصلة  بٌن

4
 (Crssالمواسعة الشاردة بٌن البوابة والمصب فً هٌكل ترانزستور تأثٌر المجال المصنوع من أشباه الموصلات ذات الأكسٌد المعدنً ) 
5

 التردد الذي ٌحدد توقٌت تشغٌل/إٌقاف تشغٌل عنصر التحوٌل فً الدائرة العاكسة 
 

 AEC-Q101ازات متوافقة مع معاٌٌر ستة طرازات صالحة للاستخدام فً مختلف التطبٌقات بما فً ذلك طر (2

. لذلك، فإن ترانزستور تأثٌر AEC-Q101تتضمن مجموعة المنتجات طرازات تتوافق مع معاٌٌر مجلس إلكترونٌات السٌارات  -

لٌس صالحًا للاستخدام  N( فئة SiC-MOSFETالمجال المصنوع من أشباه الموصلات ذات الأكسٌد المعدنً وكربٌد السٌلٌكون )

 (.EVفقط فً التطبٌقات الصناعٌة مثل الأنظمة الكهروضوئٌة، بل ٌمكن استخدامه أٌضًا فً شواحن السٌارات الكهربائٌة )

 جدول المبٌعات

 الحزمة ℃VDS RDS(on)_typ. IDmax@25 الطراز المعاٌٌر المنتج
توفر 
 النماذج

SiC-MO
SFET 

AEC-Q101 

BM080N120SJ 

٦٠٢٢ 
 فولت

 أمبٌر ٦١ Ωملً  ١٢

TO-247-3 
ٌولٌو 
٠٢٠٢ 

BM040N120SJ ملً  ٥٢Ω أمبٌر ١١ 

BM022N120SJ ملً  ٠٠Ω أمبٌر ٦٢٠ 

－ 
BM080N120S ملً  ١٢Ω أمبٌر ٦١ 

BM040N120S ملً  ٥٢Ω أمبٌر ١١ 

BM022N120S ملً  ٠٠Ω أمبٌر ٦٢٠ 

 
 

الوعً بأهمٌة توفٌر الطاقة والوعً البٌئً، استمرت أشباه موصلات الطاقة المصنوعة بالكامل من كربٌد فً السنوات الأخٌرة، ومع تزاٌد 

 Mitsubishi( فً جذب الاهتمام المتزاٌد بفضل قدرتها على الحد بشكل كبٌر من فقدان الطاقة. واستمرت شركة SiCالسٌلٌكون )

Electric ًمنذ بدئها فً تسوٌق أول وحدة طاقة تتضمن الصمام الثنائً الحاجز المصنوعة من كاربٌد السٌلٌكون والمزودة بوصلة شوتسك ،

(SiC-SBD) ( وترانزستور تأثٌر المجال المصنوع من أشباه الموصلات ذات الأكسٌد المعدنً وكربٌد السٌلٌكونSiC-MOSFET ًف )

حجم الأنظمة العاكسة التً تُستخدم فً الأجهزة المنزلٌة والمعدات الصناعٌة وأنظمة قاطرات السكك  فً المساهمة فً تقلٌص ٠٢٦٢عام 

 ، وأٌضًا زٌادة كفاءة الطاقة بها.الحدٌدٌة

 
كربٌد السٌلٌكون بشكل ( فً الٌابان بدعم تطوٌر هذه المنتجات المصنوعة من NEDOملحوظة: قامت منظمة الطاقة الجدٌدة ومنظمة تطوٌر التقنٌات الصناعٌة )

 جزئً.
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 المواصفات الرئٌسٌة

 BM080N120S(J) BM040N120S(J) BM022N120S(J) الطراز

VDS فولت ٦٠٢٢ 

RDS(on)_typ ملً  ١٢Ω ملً  ٥٢Ω ملً  ٠٠Ω 

ID max@25℃ أمبٌر ٦٢٠ أمبٌر ١١ أمبٌر ٦١ 

 TO-247-3 الحزمة

 مم ٠٥٢×  ٥٦٥٢×  ٦٠٥١ الحجم

 

 الوعً البٌئً

 EU/2015/363و EU/2011/65قٌود استخدام المواد الخطرة المحددة فً متطلبات توجٌهً الاتحاد الأوروبً  المنتجات متوافقة مع هذه

 (.RoHSالخاصٌن بالمواد الكهربائٌة والإلكترونٌة )

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٦٢٢مع ما ٌقرب من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة والإلكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات ١٠٢٦ ًٌ ( شركة رائدة عالم

الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعٌة والإلكترونٌات الاستهلاكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعدات والاتصالات وتنمٌة 
المجتمع بالتكنولوجٌا انطلاقًا من بٌان الشركة "التغٌٌر نحو الأفضل" وبٌانها البٌئً "التغٌٌرات  Mitsubishi Electricالبناء. تُثري شركة 

. ٠٢٠٢مارس  ٦٦ملٌار دولار أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً  ٥٢.١ملٌار ٌن ) ٥٥١٠.٠لت الشركة إٌرادات بمقدار البٌئٌة". وقد سج
 www.MitsubishiElectric.comللمزٌد من المعلومات، تفضل بزٌارة 

التقرٌبً المُعطى من قبل سوق طوكٌو  دولار أمرٌكً، وهو السعر ٦= ٦٢١¥*ٌتم تحوٌل المبالغ بالدولار الأمرٌكً من الٌن بسعر صرف 
 ٠٢٠٢مارس  ٦٦لتبادل العملات الأجنبٌة فً 


